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PRIPOJOVANI LOGICKYCH OBVODU KE SPOLECNE SBERNICI:

Piipojovani obvodi ke spoleéné shérnici:
shérnice

o || o || ogj Qlj

U Vystupy dosud popisovanych logickych obvoda nelze jednoduSe propojovat. Pokud bychom tak uginili,
hodnota na spole:ném vystupu by nebyla definovana.

U Proto nelze zatizeni, ktera maji vystup realizovan logickymi obvody dosud probiraného typu, pripgjit ke
spole¢né shérnici. Takto pripojené, tieba i nekomunikujici zatizeni, by okamZité zpasobilo poruchu sbérnice.

Pro p¥ipojovani ke sbérnici byly vyvinuty specialni obvody:

U Obvody s otevienym kolektorem:
Q - U techto obvodi kolektor vystupniho transistoru neni spojen s zadnym
O mistem uvniti obvodu. Je pouze propojen s vystupem obvodu.

% - Pokud na vstup obvodu vlozZzime napéti definované logické urovng, vystup
- obvodu bude v jednom ze dvou stavi:

A. Vystupni transistor je uzavien (bézovy proud I, = 0).
o B. Vystupni transistor je otevien (transistorem te¢e dostatecny bazovy proud
O Ib)

- Pracujeme-li v pozitivni logice, je stav A interpretovan jako logicky stav 1.
. Stav B jeinterpretovan logicky stav O. U

Velikost odpori R musi  gysrnice R % R %R % R
byt navrzena tak, aby pfi
otevieni vystupniho tran-
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Navodi¢i s je hodnotas= 0, U O,. Zapojenim jsme realizovali hradlo AND (tzv. wired AND ).
Nekomunikujici zatizeni musi mit vystup 1.
Na spole¢ném vodici s bude stejna hodnota jako na vystupu komunikujiciho zatizeni.
Ke spole¢nému vodici sbérnice miZe byt pripojenoi vice zarizeni nez dve.
Komunikujici zafizeni musi dodrzet nasledujici pravidla:
1. Poshérnici smi v urgity okamzik komunikovat jen jedno zarizeni
2. Vystupni transistory vSech nekomunikujicich zatizeni musi byt uzavieny (logické 1)

U Tristavové obvody

Tristavové obvody jsou obvody, jgichZ vystup mazZe byt v jednom ze tiech stavi.

Jsou to tyto stavy:
0 Logicka0
0 Logickal

0 Stav vysoké impedance

Ve stavu vysoké impedance je vystup obvodu odpojen od ostatnich ¢asti obvodu (neni nikam piipojen) —
ma impedanci, jgjiZ velikost se blizi nekonecnu.

Odpojeni vystupu se provadi pomoci fidiciho signdlu. Tristavovy obvod mé v kolektoru vystupniho
transistoru misto odporu transistor. P¥i nastaveni tidiciho signdlu nalogickou Uroven, ktera znamena pokyn
pro obvod, aby se odpgjil, se oba transistory uzaviou.

Tristavové obvody se obvykle konstruuji jako tristavové zesilovace signalu (tri-state buffers).

Zatizeni se pripojuji ke shérnici pres tyto zesilovace.

Pokud pripojend zafizeni po sbérnici nekomunikuji, jsou jgjich tristavové zesilovace ve stavu vysoké
impedance.

Neinvertujici tf¥istavovy zeslova¢ Invertujici t¥istavovy zesilova¢

input | output input output

]

control control

PAMETI:

RAM pamét:

5
5

RAM (random access memory) je pamét’ s nahodnym (piimym) pristupem.
Jsou dva zé&kladni druny RAM paméti:

RWM (read write memory) —tj. pamét’, ze které se da ¢ist a do které se da rovnéz zapisovat
ROM (read only memory) —tj. pamét’, ze které lze pouze ¢Cist.

V pocitacové literatuie se obvykle pamét RAM RWM  oznacuje jako RAM a pamét’ RAM ROM jako ROM.

Organ| zace RAM paméti:

Pamét’ RAM se skladé z jednobitovych pamétovych mist tzv. binér nich bunék (angl. binary cells).

Ur¢ity pocet binarnich bungk tvori pamét’ovou buriku.

Pamét'ové buriky jsou linearné usporadany. Jegich poradové ¢islo se nazyva adresou. Na z&kladé adresy
jsou elektronické obvody schopny precist obsah odpovidajici pamét'ové bunky nebo do ni zapsat novy
obsah. Pamét’ova buiika j e tedy nggmensi samostatné adresovatelna jednotka paméti.

Je-li velikost pamét’ové buiiky m bitd a mé&li pamét’ n adres, pak jsou binarni bunky usporadany tak, ze
tvori matici n x m.

Staticka a dynamickd RAM:

Jsou dva zékladni druny RAM paméti:

o Statickd (SRAM) — binérni bunika obsahuje S-R nebo D klopny obvod

0 Dynamicka (DRAM) — dynamicka pamét’ neobsahuje Zadné klopné obvody. Misto klopného obvodu
obsahuje binérni burika kondensétor, ktery je realizovan pomoci transistoru.

Binarni bunka statické RAM:
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U Statickad pamét RAM (SRAM) —4x3:
Ao, A1 jsou adresové vstupy
RD/WR (read/write) — ¢teni nebo zapis BC
CS (chip select) uréuje zda pamét’ jako celek bude

vibec aktivni. I &
OE (output enable) uréuje zda vystupy z vybrané Er]
pamétové bunky budou pies tristavové buffery —

Cs
pripojeny na vystupy obvodu O2 , O1, O0 A
I, 11, lo jSOu vstupy, na které se privadi data, ktera
se budou do pamgti zapisovat.
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G Cinnost pamgti pii ¢teni:

Na zacétku je CS= 0.

Na adresové vstupy je vloZzena adresa buiiky,
z které se bude ¢ist.

Na vstupu RD/WR se nastavi 1.

OE nastavi na 1.

V okamZiku, kdy je treba uskutecnit cteni,
zmeéni se hodnota CS z 0 na 1 a tim se ptipoji
vystupy z vybrané pamét'ové bunky na vystupy
pamétl 0O,, 04, Oo.

www.cz-milka.net

G Cinnost paméti pii zapisu:

Na zacétku je CS= 0.

Na adresové vstupy je vlioZzena adresa buiiky, z
které se bude ¢ist.

Navstupy |5, |1, 1¢jsou uloZzena zapisované data.
Na vstupu RD/WR se nastavi 0.

V okamziku, kdy je tfeba uskutetnit zapis,
zmeéni se hodnota na vstupu CS z 0 na 1. Pamét’
na to reaguje zapisem hodnot, které jsou na
vstupech I,, 14, 1o, do vybrané pamét'oveé buiiky.

u Dynammka pamét RAM (DRAM):
Binarni bunka obsahuje kondensator, ktery je realizovan pomoci transistoru (vstupni parazitni kapacita).
Kondensétor se béhem ¢innosti paméti nabiji a vybiji. Pritomnost ndboje reprezentuje jednu logickou
Uroven, nepiitomnost ndboje opa¢nou logickou Urove.
Kazdy redlny kondensator se vSak samovolné vybiji — obsah dynamické paméti je nutné periodicky
obnovovat (v intervalu nékolika milisekund).

U DRAM vs SRAM:
Vyhody DRAM:
0 Podstatné jednodusSi binarni burika
0 Vé&tSi kapacita pamét’ového Cipu
Nevyhody DRAM —delSi doba pristupu do paméti
PouZziti:
0 DRAM —vekeé vnitini paméti pocitaci
0 SRAM — malérychlé paméti (cache)

ROM pameéti:

U ROM jsou pamgti, ze kterych Ize standardné jen ¢ist. Jgjich obsah |ze ménit jen zvl&Stnim a znaéné omezenym
zptisobem.

u EXIStUjI nésledujici druhy paméti ROM:
ROM — Obsah je vloZen pti vyrobg. Tento obsah nelze jiZ Zadnym zpiasobem zmenit.
PROM (Programmable ROM) — Tyto paméti jsou dodavany bez obsahu. Potiebny obsah uzivatel vytvori
specidlnim zatrizenim, kterému se tika programétor PROM. Obsah , ktery byl do paméti jednou zapsan,
nelze menit.
EPROM (Erasable PROM) — Tyto paméti se programuji jako paméti PROM. Jgich obsah |ze vymazat a
pamét’ Ize znovu naprogramovat. V pouzdie, ve kterém je pamét’ umisténa, je okénko. Na specidlnim
zafizeni 1ze pres toto okénko osvitit vevnitt umistény cip ultrafialovym zarenim. Asi po 15 minutéch je
obsah vSech biti nastaven na hodnotu 1 a pamét’ [ze znovu naprogramovat.
EEPROM (Electrically Erasable PROM) — Obsah téchto pamétl’ Ize mazat elektrickym pulsem Protoze
ale liSi predevSim v tom, Ze zépis bytu do teto paméti trva asi tisickrat déle nez trva zapls bytu do paméti
RAM. Doba pristupu pii ¢teni je srovnatelnd s paméti RAM.
Flash paméti jsou obdobou paméti EEPROM. Jedna se o paméti, které je moZné naprogramovat.
Vymazani se provadi elektrickou cestou, jejich preprogramovani je mozné provést piimo v pogitaci. Pameét’
typu Flash tedy neni nutné pied vymazanim (naprogramovanim) z pocitate vyjmout a umistit ji do
specialniho programovaciho ztizeni.

U Realizace paméti ROM — 4x3: Z'E f
Adresa| x |y Obsah bindrng Obsah osmickove X
0 |o]o 1 1 0 6 ,
1 |01 0 0 1 1
2 [1]0 1 0 1 5
3 [1]1 1 1 1 7 i i

02 01 Oo
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U Pamét PROM:

www.cz-milka.net

Pamét’ obsahuje soustavu vybérovych a shbérnych vodict, které jsou propojeny diodovymi piechody
(jednosmerné spojeni).
Pokud pamét’ neni naprogramovana, jsou vSechny diodové prechody neporuSené a obsah vSech bita v
pamgéti je 1. Pokud je totiZ vybréna urcitd pamét'ova burika, je naji odpovidajicim vybérovém vodici 1 ata

se pienese pires diodove prechody na vystupy.

vodic¢em.

Sa TSR]
\"\ \"\. \"\
01 Oo

Piiklad naprogramované PROM — 4x3:

g

Programovani PROM — Naprogramovani paméti spocivd ve zni¢eni (proraZeni, preruSeni) téch
diodovych prechodi, které odpovidaji bitim, které maji obsahovat 0. Po svém zni¢eni se diodovy prechod
stane nevodivym a v misté zniceného diodového prechodu neni sbérny vodi¢ propojen svybérovym

DEC | Al A
%,
~s
'\‘l\‘
NN
02 01

Adresa | X |y Obsah binarné Obsah osmickoveé
0 0|0 1 1 0 6
1 01 0 0 1 1
2 110 1 0 0 4
3 111 0 1 1 3

U Realizace booleovské funkce pomoci PROM:
- Pokud se obsah paméti 2" x m nemeni, |ze jgji chovani popsat m
booleovskymi funkcemi s n argumenty.

Proto se booleovské funkce ¢asto realizuji paméti PROM.

Napt. nasledujici booleovské funkce Ize realizovat pomoci

PROM 4 x 3.

0, = x'y' + xy' = y'

0. =Xy +xy
O =Xy+Xy=y
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